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Anwendungen
Allgemeines
Fotowiderstande sind stromrichtungsunabhangige
Halbleiterbauelemente, die ihren Widerstandswert
baleuchtungsabhtigig  andern.  Aufgrund dieser
Charakteristik haben sich Fotowiderstande ein brei-
tes Anwendungsgebiet erschlossen. Nachstehend
finden Sie die wichtigsten Einsatzgebiete dieser
Bauelemente:

l Flammenmelder in Ölbrennern
0 Dammerungsschatter
0 Autofocus-Diiprojektoren
0 Optokoppler
0 LED-Anzeigen in Pocketkameras
0 Befiihtungsmesser (Blendensteuerung)
0 Nachtaufsteuerungen
0 Uchtschranken
0 etektronische  Orgeln
0 LED-Dimmer in Uhrenradios
0 Kontrastregelung in Femsehgeaten
0 Dimmer ffir Vakuumftoureszenzanigen
l elektronische Spielzeuge
l Lautbtarkenregelung  in Stereo HR-Geraten
0 aktive Filter mit kleinem Klirrfaktor

Aufbau der Fotowiderstande
As lichtempfindliches Basismaterial wird Cad-
mium-!&ffid.  Cadmium-Selenid  oder ein Mischkrl-
statt aus beiden verwendet. Diese Stoffe reagieren
aufsichtbares Licht im Bereich von 0.4 bis 1 um. Das
Grundmaterial wird auf Aluminiumoxid-Substrate
gedampft, aktiiert, mit aufgedampftem Indium kon-
taktiert und, wenn gefordert, in Gehfiuse eingebaut
Zur Verbindung der Indiumbedampfung mit den
StmmzufOhrungen  werden Leitharzkleber einge-

Kapselung
Das Heimarm-Lieferprogramm enth!#t Fotowider-
stande mft einfacher Lackabdeckung, Epoxidhan-
kapselung sowie hermetische Kapselungen  in Me-
taffGhs  bzw. Gtasgehtiusen.  Samtliehe  Bauformen
sind klimafest nach DIN 40040, Feuchteklasse E.

Spektrale Empfindlichkeit
Photoempfindliche Materialien besitzen einen cha-
rakteristischen Empffndlichkeftsvertauf  in AbhBn-
gigkeit von der Wellenlange des anregenden Lich-
tes. Sfandardmaßig  werden zwei verschiedene Ma-
terfabn  verwendet: CdS-Material (60) und CdSe-
Material (72).

WeknlllnQr  nm
Wie im obigen Diagramm LU erkennen, hat daserste
Material seine maximale Empfindlichkeit bei einer
Wellenlange von A = 600 nm, das zweite hingegen
sein Maximum bei h = 720 nm.

Ansprechzeit
Das An- und Abklingen eines Stromes im CdS/Se-
Fotoleiter beim An- und Abschalten einer Beleuch-
tung liegt zwischen 1 ms und einigen Sekunden, je
nach Beleuchtungsstarke, Schicht und Dotienrng.
In den nachstehenden Tabellen sind die Werte tan
und tab bei 10 Lux angegeben: tan ist die Anstiegs-
zeit auf 65% vom Endwert des Fotostromes. Der An-
stieg ist gemessen nach einer Dunkelzeit von einer
Sekunde, tab ist die Abfallszeit  des Fotostromes auf
35% des Maximalwertes. Der Abfall wird gemessen
nach einer Hellzeit von 1 s. Die Ansprechzeit von
CdSe  Schichten ist schneller als die von CdS-Ma-
terial.

Lichtgedächtnis
Alle photoempfindlichen Materialien weisen einen
Hystereseeffekt  auf, oft als ,Lichtgedachtnis”  be-
zeichnet. Die Widerstandskennlinie ist von der Vor-
bereitung abhanglg. Generell verschiebt sich die
Kennlinie bei Einwirkung von Warme und Licht zu

. hoheren und bei Warme ohne Licht zu niederen
Widerstandswerten. Beide Drifterscheinungen sta-
bilisieren sich nach einigen Stunden und sind re-
versibel.
Der Lichtgedachtnis-Effekt tritt bei CdSe-Schich-
ten starker auf als bei CdS-Material.

Widerstandsverhalten
Die charakteristische Eigenschaft des Fotowider-
standes ist die Anderung des Wrderstandes  R mit
dem Licht der Beleuchtungsstarke q5.  Die mathe-
matische Beschreibung dieses Verhaftens ist an-
nahemd  durch folgende Gleichung gegeben:

Für die Steilheit y gilt somit:
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Logarithmisch aufgetragen ist die Steifheit y im
Idealfall eine Gerade, in Realitat  ist sie jedoch licht-
abhangig,  die Kennlinie gekrllmmt. Es lassen sich
unterschiedlichste Steilheiten realisieren. FOr die
im folgenden spezifizierten Standardtypen sind die
Kurven der Widerstandsbereiche zwischen 0.1 und
10OOLuxangegeben.

Alterungsprozeß
Heimann-Fotowiderstande werden einem definier-
tenAlterungsprozeßuntetworfen,sodaßslchsp(Lter
unter normalen Raumbedingungen die Kennlinien
nicht mehr andern. Dieser Attenmgsprozet?  dauert
mehrere Tage und umfaßt wechselnde Bedingun-
gen von Temperatur und Beleuchtung.

Meßbedingungen
Die Hellwerte der Fotowiderstande werden mit1  -2V
Gleichspannung geprilft  unter Normlicht A (2654 K
Farbtemperatur), gemessen nach einer zweistilndi-
gen Vorbelichtung mit 300 Lux bei Raumtemperatur
(25O C).

Dunkelwiderstand RO
Der absolute Dunkelwfderstand  von Fotowiderstart-
den ist je nach Dotierung und Elektrodenkonfigura-
tion 1 MOhm  bis 10 GOhm. In den DatenbMttem  ist
der Dunkelwiderstand 5 sec nach Abschaften  einer
Beleuchtungsstarke von 10 Lux angegeben. Dieses
RO5 wird mit Umax  gemessen.

Betriebsspannung
Die maximale Betrkbsspannung  von Typ’ 60
Schichten an Luft bettagt ca 0,6 kV/mm Elektroden-
abstand, die von Typ  72 MaterfalO,4  kV/mrn. Dle ver-
schiedenen Spannungsfestlgkeiten der Fotowtder-
standstypen  werden durch unterschiedlich sttuk-
tunerte  Masken erreicht. In den nachstehenden
Tabellen sind die jeweils wlassigen  Betrfebsspan-
nungen fOr  Gleichspannungsbetrieb bzw. Mr Effek-
twerte der Wechselspannungen angegeben. Da
die maximal zulassige  ~rlustlektung  den Foto-
widerstand in Strom und Spannung begrenzt darf
die maximale Betriebsspannung nur bei Abdunke-
lung erreicht werden.

Stoßspannungsfestigkeit
Die Stoßspannungsfestigkeit gegen Pulse von ma-
ximal 1 ms Dauerkt max. 1,5 kV/mm,  das heißt 3 x
Umax.

” Msx. Verlustleistung
Pmax ist die hbchstezulassige  Belastung des Foto-.
widerstandes, ohne daß das Element Schaden
nimmt. Die Angaben In den folgenden Tabellen
beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von
25O C. Bei hbheren  Umgebungstemperaturen sinkt
die max. tulassige  Verlustleistung gernaß  der nach-
folgenden Kurve.

Kurzzeitige Überlastungen dis  Fotowiderstandes
sind mdglich  bis zu dem dreifachen Wertvon Pmax.
sofern diese Überlastungen im Zeitmittel unter 10%
von Pmax liegen.

Temperaturkoeffizient
Der Temperaturkoefftzient  gibt die prozentuale
Anderurig  des Wtderstandes  pro O C an. Er wtrd ge-
messen mtt  einer Beteuchtung von 10 Lux bei einer
Anderungvon+250Cauf-100Codervun+250C
auf + 800 C. In den Datenblilttem  wird der gr86ere
der beiden Warte angegeben.

Betriebsbedingungen
Heimann-Fotowiderst~ndestnd  tagerbarbeiTempe_
ralurenvon-250Cbis+8C.DerBetriebistmoe

lieh im gleichen Bereiih.wobei  sich dii Leiffahigkeit
mit der Temperatur entsprechend dem angegebe-
nen Temperaturkoefftzienten  ver&lert.

Einbauhinweise
Mechanische Beschadigungen  der F&widerst&
de sind ptirufplelt  zu vermeiden. Beim  Biegen der
Anschlu&fr&hte  sollte  auf einen Mindestabstand
von 1.5 mmvon Substratkante bzw. Geh&sedutch-
Mhrung geachtet werden
Bei epoxidgekapselten Fotowiderst&nden  ist der
Kontakt mit scharfen Säuberungsmitteln  tuverrnei-
den Der Abstand der Lotstelle von der Geh&-
durchführung sollte mindestens 5 mm betragen
Die zul&rige Lottemperatur betr&gt  2500 C, Dauer
der Lotung c& 5 sec, Tauchlotung ist m6gtkh. Bei
Kolbenlotung kt auf eine W&meablettung  zu ach-
ten.
Nomenklatur
Die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführten
Standardfotowiderst&nde  sind gekennzeichnet
durch maxlmafzwel  Buchstaben und sechs Ziffern.
Die Kombination aus den Buchstaben und den
ersten beiden Ztffem kennzeichnen die Bauform,
die Wichsten  beiden Ziffern geben das photoern-
pfindtiihe  Matertal  an (sa Spektrale Empfindlii-
keit). die Mnfte  Ziffer kfessifiziert  die zul&sige  Be-
triebsspannung tJma~  und die letzte Ziffer die Steil-
heft y.
Umax: l< 5OVDC(  35VACeff) .

X 175VDC(125VACeff)
3<35OVDC(25OVACeff)
4<6ODVDC(425VACeff)
5<75OVDC(53OVACeff)

Beisplel:
V 1060-21  kt aufgeschl6ssett  wie folgt:

V 10 - gekapseftes  TO-5 Gehause mit
Glasfenster

60-CdS-Matertalmitrnax-600nm
2 - man  Betriebsspannung 125 V
1 - Steitheit 05 < y < 0.65

Sondertypen
Über das normale Lieferprogramm hinaus kennen
auf Anfrage Sondertypen mit besonderen Elektro-
denanordnungen, Schiigeometrfen  oder Schicht-
paiametem hergesteltt  werden FOr spezfelle  An-
wendungen werden auch Mutti-Fotowiderstande in
Sondergehtiusen  gefertigt.
Heintann  verf0gt  Ober ein auf Fotowiderstande spe-
zialisiertes Entwicklungslabor. Unsere Ingenieure
sind auf Anfrage gerne bereit, einen Vorschbg  für
etwaige Sonderapplikationen zu unterbreiten.


